Tipos Especiais de Diodos

Schottky

Existem dois tipos de jungdo metal-semicondutor: 6hmica ¢ retificadora; o
primeiro ¢ o tipo de contato desejado quando um terminal ¢ soldado ao semicondutor;
por outro lado o contato retificador resulta em um diodo metal-semicondutor (chamado
barreira Schottky), com uma caracteristica volt-ampére muito similar aquela de um
diodo p-n. O diodo metal-semicondutor foi estudado varios anos atrds, mas até o final
da década de 60, os diodos Schottky ndo eram comercialmente disponiveis devido a
problemas de fabricagdo. A maior parte das dificuldades de fabricacdo sdo devidas aos
efeitos de superficie: empregando algumas técnicas em circuitos integrados € possivel
construir um diodo metal-semicondutor quase ideal, com menor custo.

O aluminio comporta-se como uma impureza do tipo p, quando em contato com
o silicio. Se utilizarmos o aluminio para formar os contatos com o silicio do tipo 7, ¢
desejavel a formacao de um contato 6hmico, mas devemos evitar a formac¢do da juncao
p-n; é por esta razio que sio feitas difusdes n* nas regides do tipo n proximo a
superficie, onde o aluminio sera depositado. Porém, se ndo fizermos a difusdo n"
teremos uma estrutura p-n equivalente, resultando em um excelente diodo metal-
semicondutor.

A figura ao lado mostra um diodo
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jungdo p-n, mas os mecanismos fisicos
envolvidos sdo mais complicados. No
sentido direto de polarizacado, elétrons cruzam a juncao do silicio do tipo #n para o metal,
onde sdo abundantes. Neste sentido, este ¢ um dispositivo de portadores majoritarios,
enquanto os portadores minoritarios explicam a caracteristicas do diodo p-n. Diodos
Schotky apresentam um tempo de armazenamento pequeno, pos a corrente ¢ devida
predominantemente aos portadores majoritarios.

A tensdo no diodo Schottky também ¢ muito menor que a do diodo p-n, para a
mesma corrente direta. Assim, uma tensdo limiar de cerca de 0,3 V ¢ razoavel para
diodo metal-semicondutor, enquanto para uma barreira p-n, a tensdo limiar ¢ 0,6 V.
Assim o diodo metal-semicondutor ¢ mais proximo do diodo ideal do que um diodo p-n.
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Fotodiodo
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involucro metalico. O dispositivo completo ¢
extremamente pequeno e suas dimensdes sao milimétricas.

Se aplicarmos tensdes reversas, além de poucos décimos de volt, obeteremos
uma corrente quase constante. A corrente que obtemos colocando o dispositivo no
escuro corresponde a corrente de saturacdo reversa devida a geracdo térmica dos
portadores minoritarios. Se um feixe de luz incide sobre a superficie, novos pares
elétron-lacuna serao gerados.

O fotodiodo p-n ¢ particularmente a versdo melhorada n-p-n e encontram muitas
aplicagdes na leitura de altas velocidades das perfuradoras de cartdes e fitas de
computadores, sistema de detec¢do de luz, leitura da trilha sonora de um filme, chaves
operadas por luz, linhas de produgdo contendo objetos que interrompam um fluxo
luminoso, etc.

LED (Diodos Emissores de Luz)

Assim como ¢ necessario fornecer energia para gerar o par elétro-lacuna, da
mesma maneira a energia ¢ liberada quando um elétron recombina com uma lacunal; no
silicio € no germanio esta recombinagdo ocorre por meio de armadilhas e a energia
liberada ¢ transferida para o cristal sob forma de calor; entretanto, em outros
semicondutores tais como o arseneto de galio, ha uma quantidade consideravel de
recombinagdo direta sem a ajuda de armadilhas. Nestas circunstancias a energia liberada
pelo elétron, ao cair da banda de condugao para a banda de valéncia, aparece em forma
de radiacdo; um diodo que funciona nestas condigdes ¢ chamado diodo emissor de luz
(LED), embora a maior parte da radiacdo emitida esteja na faixa do infravermelho. A
eficiéncia do processo de geracdo de luz aumenta com a corrente injetada e com a
diminui¢do da temperatura. A luz estd concentrada perto da jungdo devido ao fato de
que a maior parte dos portadores se recombinam nas vizinhangas da mesma.

Sob certas condi¢des, a luz emitida é coerente (essencialmente monocromatica).
Tal diodo ¢ chamado de emissor de luz a jun¢ao.



LCD (displays de cristal liquido)

O display de cristal liquido (LCD) possui uma vantagem importante em relagao
ao LED; exige menos poténcia para o seu funcionamento. O nivel necessario ¢ da
ordem de microwatts para o display, enquanto que em um LED o nivel de poténcia
exigido ¢ da faixa de miliwatts. Este dispositivo, entretanto, necessita de uma fonte de
luz externa ou interna, ¢ limitado a faixa de temperatura de cerca de 0° até 60° C, e sua
vida util ¢ motivo de polémica, pois os LCDs podem quimicamente se degradar. Os
tipos alvo de maior interesse sdao os dispositivos de efeito de campo e de espalhamento
dinamico.

O cristal liquido ¢ um material (normalmente organico para LCDs) que flui
como um liquido, mas com uma estrutura molecular com algumas propriedades
normalmente associadas aos solidos. Para os dispositivos de espalhamento de luz, o
maior interesse estd no cristal liquido nemadtico. A superficie condutora de 6xido de
indio ¢ transparente e, sem tensdo aplicada, a luz incidente passa através da estrutura
sem ser obstruida pelo cristal liquido. Se uma tensdo for aplicada aos terminais da
superficie condutora, o arranjo molecular ¢ perturbado, estabelecendo regides com
diferentes indices de refracdo. A luz incidente €, portanto, refletida em diferentes
dire¢ds na interface entre regides de diferentes indices de refracdo. A conseqiiéncia
disto € que na regido em que a luz ¢ espalhada o aspecto ¢ de um vidro fosco. Entretanto
o vidro fosco aparece somente onde as superficies condutoras sdo opostas entre si, € as
demais areas permanecem translucidas.



